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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Prufung 
von insbesondere Halbleiter-Wafern oder Hybridschal- 
tungen. 

Die Prufung von Halbleiter-Wafern wird in Tempe- 
raturbereichen von -200° C bis +400° C durchgefuhrt. 
Diese Temperaturwerte werden durch Kuhlung und/ 
oder Beheizung eines Probertisches durchgefuhrt, auf 
dem die Halble iter- Wafer zu Prufzwecken aufgelegt 
werden. Im Bereich um und unter 0° C werden auf den 
Wafern sowie auf den Probertischen selbst Eiskristalle 
erzeugt, die sich infolge der Feuchtigkeit der Umge- 
bungsluft ergeben. Zur Vermeidung derartiger Eiskri- 
stalle wird bei manuell bedienbaren Probern ein Stick- 
stoffstrahl auf den Prober gerichtet. Bei dieser Methode 
wird zwar im Kernbereich des Stickstoffstrahles die Er- 
zeugung von Eiskristallen verhindert, jedoch wird durch 
das Ansaugen der Umgebungsluft an den Randberei- 
chen des Stickstoffstrahles auf den Halbleiter-Wafern 
eine Eiskristallbildung nicht verhindert. 

EP-A- 0 341 1 56 beschreibt eine Anordnung zur La- 
gerung von Halbleitern, die mit Leitungen versehen ist, 
um einen Unterdruck zum Zwecke der Halterung der 
Halbleiterelemente auf der Platte dadurch zu ermogli- 
chen, daG durch diesen Unterdruck die Wafer im Be- 
reich der kreisformigen Aussparungen auf der Platte an- 
gesaugt werden. Die kreisformigen Aussparungen sind 
dabei mit den Leitungen verbunden. Ferner sind Leitun- 
gen vorhanden, die mit Kanalen verbunden sind, welche 
sich innerhalb der Platte befinden. Uber diese Leitungen 
wird zur Kuhlung oder Erwarmung ein Fluid mit positiver 
oder negativer Temperaturen zu den Kanalen gefuhrt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine An- 
ordnung der eingangs genannten Art derart auszubil- 
den, daG im Betrieb bei Temperaturen um und unter 0° 
C die Erzeugung von Eiskristallen verhindert wird und 
daG im Betrieb oberhalb von 0°C Beeintrachtigungen 
durch Staub und/oder Oxidation vermeidbar sind. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaG dadurch ge- 
lost, daG der nach oben offene Behalter durch eine Plat- 
te abgedeckt ist, die eine Offnung zur Durchfuhrung von 
Sonden enthalt, und daG innerhalb des Behalters Aus- 
stromelemente vorgesehen sind, die uber eine Verbin- 
dung an eine Quelle fur Luft oder Gas angeschlossen 
sind und einen schwachen Luft- oder Gasstrom in Rich- 
tung der Offnung erzeugen, wobei die Luft- oder Gas- 
stromung gleichmaGig aus der Offnung austritt. 

Die Erfindung schafft eine Anordnung zur Prufung 
von Halbleiter-Wafern, mit der bei einer Kuhlung durch 
den Probertisch auf Temperaturen um oder unter 0° C 
die Erzeugung von Eiskristallen verhindert wird, ferner 
bei Temperaturen oberhalb von 0° C Reinraumbedin- 
gungen einhaltbar sind und bei speziellen Anwendungs- 
zwecken Oxidationserscheinungen an den Spitzen der 
Sonden verhindert werden konnen. 

Bei der erfindungsgemaGen Anordnung ist der Pro- 
bertisch innerhalb eines nach oben offenen Behalters 



angeordnet, wobei der Probertisch entweder zusam- 
men mit dem Behalter oder relativ zum Behalter in einer 
horizontalen Ebene verfahrbar ist. Der nach oben offene 
Behalter ist durch eine Platte mit einer Offnung abge- 
5 schlossen, wodurch der Probertisch innerhalb eines 
durch den Behalter und die Platte definierten Raumes 
angeordnet ist. Durch die Plattenoffnung kontaktieren 
Sonden diezu prufenden Halbleiter-Wafer. Zur Vermei- 
dung von Eiskristallbildung und/oder des Eindringens 
io von Staubpartikeln wird uber innerhalb des Behalters 
liegende Ausstromelemente ein Gas bzw Luft mit der 
erforderlichen Temperatur und/oder dem gewunschten 
Taupunkt in den Behalter geleitet. Die Stromungsge- 
schwindigkeit ist derart gewahlt, daG eine laminare Stro- 
ps mung gewahrleistet ist und eine vorbestimmte Menge 
an durch die Plattenoffnung austretender Luft erreicht 
wird. 

GemaG einer bevorzugten Ausf uhrungsform der er- 
findungsgemaGen Anordnung bestehen die Ausstrom- 
elemente aus porosen Korpern, beispielsweise in Form 
von zylinderischen Rohren, deren Porositat derart ge- 
wahlt ist, daG das Gas oder die Luft gleichmaGig uber 
die gesamte Lange der Ausstromelemente in den In- 
nenraum des Behaltern austritt und dadurch Turbulen- 
zen innerhalb des Behalters vermieden werden. 

Im folgenden wird eine bevorzugte Ausfuhrungs- 
form der erfindungsgemaGen Anordnung anhand der 
Zeichnung zur Erlauterung weiterer Merkmale beschrie- 
ben. Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische, teilweise im Schnitt ge- 
haltene Ansicht der Anordnung, und 

Figur 2 eine schematische Teilaufsicht auf die An- 
ordnung entlang der Linie 2 - 2'in Figur 1 . 

Figur 1 zeigt in schematischer Darsteliung eine An- 
ordnung zur Prufung von Halbleiter-Wafern, Hybrid- 
schaltungen oder dergleichen, mit einem Probertisch 1 , 
derzur Auf nahme von Halbleiter-Wafern dient und in be- 
kannter Weise an seiner Oberflache mit schmalen, vor- 
zugsweise kreisformigen verlaufenden Nuten ausgebil- 
det ist, die uber ein nicht angezeigtes AnschluGsystem 
dazu dienen, einen Unterdruck gegenuber dem aufge- 
legten Halbleiter-Wafer auszuuben und den Halbleiter- 
Wafer auf dem Probertisch 1 zu halten. Der Probertisch 
1 ist ferner mit Elementen zur Heizung und/oder Kuh- 
lung ausgerustet. Ein derartiger Probertisch 1 istsowohl 
in horizontaler Ebene, d. h. in X- und Y-Richtung ver- 
fahrbar, wieauch in einer vertikalen Richtung verlager- 
bar. GemaG der dargestellten Ausf uhrungsform der An- 
ordnung ist an der Lagerung 3 des Probertisches 1 eine 
oben offener Behalter 2 befestigt, der gemaG dieser 
Ausf Ohrungsform zusammen mit dem Probertisch 1 ver- 
fahrbar ist und aus einem Boden 2a sowie vier Seiten- 
wanden 2b besteht. Die Seitenwande 2b haben eine 
Hone, derart, daG der Probertisch 1 innerhalb dieses 
Behalters 2 zu liegen kommt und die Oberflache des 
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Probertisches 1 unterhalb der oberen Kanten der Sei- 
tenwande 2b zu liegen kommt. Zwischen der mit 3 be- 
zeichneten Lagerung des Probertisches 1 und dem Bo- 
den 2a ist eine geeignete Dichtung angeordnet, die in 
Figur 1 nicht gezeigt ist und ein Ausstromen des im Be- 
halter 2 befindlichen Gases oder Luft nach unten aus- 
schlieGt. 

Seitlich des Probertisches 1 sind z. B. in zueinander 
paralleler Anordnung Ausstromelemente 5, 6 vorgese- 
hen, die uber einen Verbindungsabschnitt 7 (Fig. 2) mit- 
einander in Verbindung stehen und uber einen An- 
schluG 8 an eine Quelle 9 angeschlossen sind. Die 
Quelle 9 erzeugt das Gas, das in das Innere des Behal- 
ters 2 geleitet wird, um eine laminare Stromung zu er- 
zeugen. Der AnschluG 8 ist, wie Figur 2 zeigt, durch eine 
der Seitenwande 2b durchgefuhrt, derart, daG der An- 
schluG 8 gegenuber der betreffenden Seitenwand 2b 
zur Vermeidung eines Austritts von Luft Oder Gas abge- 
dichtet ist. Die Ausstromelemente 5, 6 konnen gegen- 
uber dem Boden 2a oder den Seitenwanden 2b des Be- 
halters 2 durch Halteklammern oder dergleichen fixiert 
sein. 

Die Oberseite des nach oben offenen Behalters 2 
ist durch eine Platte 10 abgedeckt, die eine mittige Off- 
nung 12 enthalt, die vorzugsweise kreisfdrmige Gestalt 
hat und mittig gegenuber der Mitte des ebenfalls kreis- 
formigen Probertisches 1 ausgerichtet ist. Die Platte 10, 
beispielsweise aus Blech, ist gegenuber der gesamten 
Anordnung fixiert, so daG der Probertisch 1 gemaG die- 
ser Ausfuhrungsform zusammen mit dem Behalter 2 in 
horizontaler Richtung gegenuber der Platte 1 0 und einer 
Sondenhalterung 14 verstellbar ist. 

Die Sondenhalterung 14 wie auch der Probertisch 
1 mit seiner Lagerung 3 sind gegenuber einem nicht ge- 
zeigten Rahmen gelagert, wobei die Sondenhalterung 
14 durch mehrere Saulenfuhrungen gegenuber dem 
Rahmen 1, gegebenenfalls verstellbar, gelagert ist. Die 
Saulenfuhrungen der Sondenhalterung 1 4 sind in Figur 
1 mit 18 bezeichnet. Auf der Sondenhalterung 14 sind 
mehrere Sonderhalter 15, 16 montiert, die ihrerseitsdie 
zu benutzenden und in Figur 1 nicht gezeigten Sonden 
aufnehmen. 

Die Offnung 12 der Platte 10 ist derart konzipiert, 
daG die von den Sondenhaltern 15, 16 gelagerten Son- 
den einen Spitzenkontakt zu den zu prufenden Halblei- 
ter-Wafern ermoglichen. Im Bedarfsfall kann die Off- 
nung 12 durch einen Ring 20, beispielsweise aus Ple- 
xiglas, abgeschlossen werden, der eine ebenfalls vor- 
zugsweise kreisfdrmige Offnung 22 enthalt, welche klei- 
ner ist als die Offnung 12. Der Ring 20 hat dabei einen 
AuGendurchmesser, der geringfugig groGer ist als der 
Durchmesser der Offnung 12. 

Mittels des Ringes 20, der entweder auf der Platte 
1 0 aufliegt oder in eine ringformige Nut der Platte 1 0 im 
Bereich deren Offnung 12 eingesetzt wird, die seitlich 
der Offnung 12 ausgebildet ist, wird eine Verringerung 
des Querschnittes der Offnung 12 im Bedarfsfalle er- 
reicht. 



Beider in Figur 1 und 2 gezeigten Ausfuhrungsform 
ist eine Verstellung des Probertisches 1 gegenuber der 
Sondenhalterung 14 und den in den Sondenhaltern 15, 
16 eingespannten Sonden moglich, um ein schrittwei- 
5 ses Abtasten der auf dem Probertisch 1 aufliegenden 
Halbleiter-Wafernzu realisieren. GemaG der dargestell- 
ten Ausfuhrungsform wird der Probertisch 1 zusammen 
mit dem Behalter 2 in X- und Y-Richtung verstellt, um 
die Prufung der einzelnen Halbleiter-Wafer zu ermogli- 
10 chen, die auf einer Tragerschicht angeordnet sind. 

Durch die Ausstromelemente 5, 6 wird eine Stro- 
mung innerhalb des Behalters 2 erzeugt, die gleichma- 
Gig aus den Ausstromelementen 5, 6 austritt und eine 
nicht turbulente Luftstromung innerhalb des Behalters 
15 2 erzeugt. Hierdurch wird ein schwacher Luftstrom oder 
Gasstrom in Richtung der Offnung 12 erzeugt, wobei 
diese Luft- oder Gasstromung gleichmaGig aus der Off- 
nung 12 austritt. Dadurch wird der Eintritt von Umge- 
bungsluft oder von Partikeln aus der Umgebung in das 
Innere des Behalters 2 verindert. 

Als Ausstromelemente 5, 6 dienen vorzugsweise 
zylinderische Rohre, beispielsweise aus Keramik, 
Kunststoff oder Kunstfaser, mit einer Porendichte in 
GroGenordnung von 1 bis 30 um Diese rohrformigen 
Ausstromelemente 5, 6 sind gemaG Figur 2 an der Seite 
mit ihrem freistehenden Ende abgeschlossen, wodurch 
das Ausstromen von Luft oder Gas im wesentlichen in 
Radialrichtung zu den Ausstromelementen 5, 6 gewahr- 
leistet ist. Untersuchungen haben gezeigt, daG bei einer 
Anordnung mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau 
stets eine konstante Luftvolumenemission aus der Off- 
nung 12 gegeben ist, wobei die Luft nur geringfugig ab- 
gekuhlt wird, nachdem sie an der Oberflache der zu pru- 
fenden Halbleiter-Wafer passiert ist. Unterhalb des Pro- 
bertisches 1 ist ebenfalls ein durch den Probertisch 1 
hervorgerufener Kuhleffekt festzustellen, wobei die 
Temperatur allerdings im Vergleich zu der durch die 
Ausstromelemente 5, 6 zugefuhrten, getrockneten Luft 
bei einer Oberflachentemperatur des Probertisches 1 
von etwa - 55° C nur verhaltnismaGig niedriger ist als 
die durch die Ausstromelemente 5, 6 zugefuhrte Luft- 
temperaturvon beispielsweise 20° C. Damitbeschrankt 
sich bei der beschriebenen Anordnung der Kuhleffekt 
des Probertisches 1 vorteilhafterweise nur auf die zu 
prufenden Halbleiter-Wafer, wahrend andere Teile in- 
nerhalb des Raumes des Behalters 2 durch die Kuhlung 
des Probertischs 1 nicht beaufschlagt werden. 

Dervom Probertisch 1 erzeugte UnterdruckzurHal- 
terung der Halbleiter-Wafer ist im Vergleich zu dem von 
den Ausstromelementen 5, 6 zugefuhrten Luftvolumen 
vemachlassigbar und beeintrachtigt nicht die innerhalb 
des Behalters 2 gewunschte laminare Luftstromung. 

Somit konzentriert sich die Kuhlung aufgrund des 
Probertisches 1 bei der beschriebenen Anordnung auf 
die auf gelegten Halbleiter-Wafer, der ubrige Aufbau ver- 
bleibt weitgehend auf derjenigen Temperatur, die der 
Temperatur der durch die Ausstromelemente 5, 6 zuge- 
fuhrten Luft entspricht. 
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Die erfindungsgemaGe Anordnung laGt sich auch 
zur Einhaltung von Reinraumbedingungen einsetzen, d. 
h. fur die Prufung von Halbleiter-Wafern bei Temperatu- 
ren oberhalb von 0° C, z. B. bei Raumtemperatur. Bei 
dieser Anwendungsart wird Luft mit der jeweils ge- 
wunschten Partikelreinheit in den Behalter 2 eingefuhrt 
und es wird verhindert, daG von oben uber die Offnung 
12 Schmutzpartikel in den Behalter 2 eintreten. Bei An- 
wendung der beschriebenen Anordnung unter Rein- 
raumbedingungen bedarf es nicht unbedingt des Ein- 
satzes reiner Luft, jedoch der Zufuhrung von gefilterter 
Luft. 

Eine weitere Anwendung der beschriebenen An- 
ordnungen liegt in der Uberprufung von Halbleiter- 
Wafern bei hoheren Temperaturen. Bei hoheren Tem- 
peraturen konnen an den Nadeispitzen Oxidationen 
auftreten. Unter Einsatz der erfindungsgemaGen Anord- 
nung laGt sich dies dadurch verhindern, daG durch die 
Ausstromelemente 5, 6 ein Edelgas (z. B. Argon oder 
Stickstoff) in den Innenraum des Behalters 2 geleitet 
wird und dadurch die Prufspitzen der von den Haltern 
15, 16 gehalterten Sonden sich stets in einem Edelgas- 
strom befinden und dadurch Oxidationen, die zu Fehl- 
messungen fuhren, verhindert werden. 

Wird die erfindungsgemaGe Anordnung in Verbin- 
dung mit getrockneter Luft verwendet, deren Taupunkt 
beispielsweise bei -60° C liegt, kann es erforderlich 
sein, in dem Behalter 2 eine lonisationseinrichtung vor- 
zusehen, urn die zu den Ausstrdmelementen 5, 6 ge- 
f unite Luft vor deren Eintriff in den Behalter 2 zu ionisie- 
ren. Die lonisierung der Luft hat den Zweck, einen Fun- 
kenuberschlag innerhalb des Behalters 2 bei der Uber- 
prufung der Halbleiter-Wafer zu vermeiden. 

GemaG einer weiteren, in den Zeichnungen nicht 
dargestellten Ausfuhrungsform der erfindungsgema- 
Gen Anordnung ist vorgesehen, daG der Probertisch 1 
relativzum Behalter 2 verstellbar, insbesondere in X-Y- 
Richtung verstellbar ist. Urn dies zu erreichen, ist der 
Boden 2 mit einer entsprechend groGen Offnung verse- 
hen, wobei innerhalb der Offnung des Bodens 2a urn 
die Lagerung 3 eine flexible Dichtung eingesetzt ist, urn 
die Verstellung der Lagerung 3 relativ zum Boden 2a zu 
realisieren. 

Urn den Behalter 2 gegen die Unterflache der Platte 
10 zu halten, sind bei der in Figur 1 gezeigten Ausfuh- 
rungsform Federeinrichtungen 25, 26 vorgesehen, die 
eine Vorspannungskraft erzeugen und die oberen Kan- 
ten der Behalterwande 2b gegen die untere Flache der 
Platte 10drucken. 

Urn eine ruckfreie Verschiebung des Behalters 2 
gegenuber der Platte 1 0 zu vermeiden, d. h. urn den Rei- 
bungswiderstand zwischen den oberen Kanten der Sei- 
tenwande 2b und der Platte 10 weitgehend zu reduzie- 
ren, sind bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform die 
nach oben weisenden Kanten der Seitenwande 2b ab- 
gerundet. Anstelle der Abrundungen der Kanten der 
Seitenwande 2b konnen zusatzliche Gleitelemente, z. 
B. die Kanten von oben eingesetzten Gleitstiften, vor- 



gesehen werden. 

Zur besseren Einsicht in den Behalter 2 besteht die- 
ser vorzugsweise aus Plexiglas. 

Figur 2 zeigt nur eine mogliche Ausfuhrungsform 

s der Ausstromelemente 5, 6, die im wesentlichen parallel 
zueinander liegend angeordnet sind und durch ein Ver- 
bindungsrohr 7 eine im wesentliche U-formige oder ring- 
formige Struktur ergeben. Anstelle des Verbindungsroh- 
res 7 kann ein entsprechendes Ausstromelement vor- 

10 gesehen sein, das mit den anderen Ausstrdmelementen 
5, 6 verbunden ist. 

Die erfindungsgemaGe Anordnung laGt sich in der 
nachstehenden Weise verwenden: 

Bei Prufvorgangen in Temperaturbereichen von 

15 -200° C bis +400° C, die vom Probertisch 1 an seiner 
Oberflache gegenuber den aufliegenden Halbleiter- 
Wafern erzeugt werden, wird zur Vermeidung von Eis- 
kristallbildung von der Quelle 9 eine Luftstromung er- 
zeugt, die beispielsweise eine Tempe rat ur von 20° C hat 

20 und einen Taupunkt bei ungefahr -60° C besitzt. 

Bei der erfindungsgemaGen Anordnung, die sich 
insbesondere fur manuell bedienbare Prober eignet, 
laGt sich der wannenformige Behalter 2 soweit in der 
horizontalen Ebene verschieben, daG er durch Verlage- 

2S rung gegenOber der oben liegenden Platte 10 nach Art 
einer Schubladenfunktion den Zugang auf den Prober- 
tisch 1 ermoglicht, urn ein Auswechseln der Halbleiter- 
Wafer zu ermoglichen. 

Bei der Uberprufung von Wafern konnen Sonden in 

30 Form von Prufnadeln und/oder Nadelkanten zum Kon- 
taktieren der Wafer, Hybridschaltungen oder derglei- 
chen eingesetzt werden. 



35 Patentanspruche 

1. Anordnung zur Prufung von insbesondere Halblei- 
ter-Wafern oder Hybridschaltungen, mit einem Pro- 
bertisch (1) zur Aufnahme der zu prOfenden Halb- 

40 leiter-Wafer oder Hybridschaltungen, mit einer Hal- 
terung (14) zur Aufnahme von Haltern (15, 16) fur 
Sonden, wobei der Probertisch (1) innerhalb eines 
Behalters (2) angeordnet ist, der nach oben offen 
ausgebildet ist; 

45 

der nach oben offene Behalter (2) durch eine 
Platte (10) abgedeckt ist, die eine Offnung (12) 
zur Durchfuhrung von Sonden enthalt; 
innerhalb des Behalters (2) Ausstromelemente 

50 (5, 6) vorgesehen sind, die uber eine Verbin- 

dung (8) an eine Quelle (9) fur Luft oder Gas 
angeschlossen sind und einen schwachen 
Luft- oder Gasstrom in Richtung der Offnung 
(12) erzeugen, wobei die Luft- oder Gasstro- 

55 mung gleichmaGig aus der Offnung (12) aus- 

tritt. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daG der Behalter (2) test mit dem Prober- 
tisch (1) verbunden ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, der Probertisch (1) gegenuber dem Be- 
halter (2) verstellbar angeordnet ist. 

4. Anordnung nach wenigstens einem der vorange- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG 
die Ausstromelemente (5, 6) aus einem pordsen 
Material bestehen, derart, daG im Behalter (2) eine 
laminare Luftstrdmung oder Gasstromung erzeugt 
wird. 

5. Anordnung nach wenigstens einem der vorange- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft 
die Quelle (9) an welche die Ausstromelemente (5, 
6) angeschlossen sind, Luft mitca. 20° C und einem 
Taupunkt bei -196° C erzeugt. 

6. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daG gefilterte Luft zu den 
Ausstromelementen (5, 6) gefuhrt wird. 

7. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daG von der Quelle (9) Edel- 
gas zu den Ausstromelementen (5, 6) geleitet wird. 

8. Anordnung nach wenigstens einem der vorange- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG 
im Behalter (2) eine Einrichtung zur lonisierung der 
Luft vorgesehen ist. 



Claims 

1. Arrangement for testing semi-conductor wafers or 
hybrid circuits in particular, the arrangement com- 
prising a sampler table (1) for holding the semi-con- 
ductor wafers or hybrid circuits to be tested, and a 
mounting (14) for holding probe holders (15, 16), 
wherein the sampler table (1) is disposed inside a 
container (2) which is formed such that it is open at 
the top; the container (2) that is open at the top is 
covered by a plate (10) which has an opening (12) 
through which probes pass; provided inside the 
container (2) are discharge elements (5, 6) which 
are connected to an air or gas source (9) via a con- 
nection (8) and generate a weak air or gas flow in 
the direction of the opening (12), the air or gas flow 
emerging uniformly from the opening (12). 

2. Arrangement according to Claim 1 , characterized in 
that the container (2) is rigidly connected to the 
sampler table (1). 

3. Arrangement according to Claim 1 , characterized in 
that the sampler table (1) is disposed so as to be 



displaceable relative to the container (2). 

4: Arrangement according to at least one of the pre- 
ceding claims, characterized in that the discharge 
s elements (5, 6) consist of a porous material such 
that a laminar air flow or gas flow is generated in 
the container (2). 

5. Arrangement according to at least one of the pre- 
10 ceding claims, characterized in that the source (9) 
to which the discharge elements (5, 6) are connect- 
ed generates air having a temperature of approxi- 
mately 20°C and a dew point of -196°C. 

75 6. Arrangement according to any one of Claims 1 to 
4, characterized in that filtered air is fed to the dis- 
charge elements (5, 6). 

7. Arrangement according to any one of Claims 1 to 
20 4, characterized in that inert gas is fed from the 

source (9) to the discharge elements (5, 6). 

8. Arrangement according to at least one of the pre- 
ceding claims, characterized in that an air-ioniza- 

25 tion device is provided in the container (2). 



Revendications 

30 1. Dispositif pour tester notammentdes pastilles semi- 
conductrices ou des circuits hybrides, comportant 
une table de test (1 ) servant a recevoir les pastilles 
semiconductrices ou les circuits hybrides a tester, 
un dispositif de retenue (14) servant a recevoir des 

35 supports (15,16) pour des sondes, dans lequel la 
table de test (1) est disposed a I'interieur d'un reci- 
pient (2), qui est ouvert vers le haut; 

le recipient (2) ouvert vers le haut est recouvert 
*o par une plaque (1 0), qui contient une ouverture 

(12) pour le passage de sondes; 
a I'interieur du recipient (2) sont prevus des or- 
ganes de sortie (5,6), qui sont raccordes par 
I'intermSdiaire d'une liaison (8) a une source (9) 
45 pour de I'air ou du gaz et produisent un courant 

d'air ou de gaz faible en direction de I'ouverture 
(12), le courant d'air ou de gaz sortant d'une 
maniere uniforme par I'ouverture (12). 

50 2. Dispositif selon la revendication 1 , caracteris6 en 
ce que le recipient (2) est relie" de facon fixe a la 
table de test (1). 

3. Dispositif selon la revendication 1 , caracteris6 en 
55 ce que la table de test (1 ) est disposed de maniere 

a etre dSpla^able par rapport au recipient (2). 

4. Dispositif selon au moins Tune des revendications 
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pr6c6dentes, caract6ris6 en ce que les elements de 
sortie (5,6) sont constitu6s d'un mat6riau poreux de 
telle sorte qu'un courant d'air ou un courant de gaz 
laminaire est produit dans le recipient (2). 

5 

5. Dispositif selon au moins Tune des revendications 
pr6c6dentes, caractSrise en ce que la source (9), a 
laquelle les elements de sortie (5,6) sont raccord£s, 
produit de I'air a une temperature d'envlron 20°C et 
avec un point de rosee a -1 96°C. 10 

6. Dispositif selon Tune des revendications 1 a 4, ca- 
ractSrise* en ce que I'air filtre' est envoys aux ele- 
ments de sortie (5,6). 

75 

7. Dispositif selon Tune des revendications 1 a 4, ca- 
racterise" en ce qu'un gaz rare est guide* depuis la 
source (9) jusqu'aux elements de sortie (5,6). 

8. Dispositif selon au moins I'une des revendications 20 
pr6c6dentes, caract6ris6 en ce qu'un dispositif d'io- 
nisation de I'air est prevu dans le recipient (2). 
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